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(54) 플래쉬 메모리 장치

요약

본 발명은 플래쉬 메모리장치에 관한 것으로서, 셀 어레이를 다수의 셀블럭으로 분할시켜 NQP 회로로 셀
을 구동시킬때 걸리는 부하(loading)를 최소화 시킬수 있도록 하므로써, 원하는 레벨의 NQP 전압을 신속
하게 얻을 수 있도록 한 플래쉬 메모리 장치에 관한 것이다.

대표도

명세서

[발명의 명칭]

플래쉬 메모리 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 종래의 플래쉬 메모리 장치를 설명하기 위해 도시한 구성도.

제2도는 본 발명에 따른 플래쉬 메모리 장치의 블록도.

제3도는 본 발명에 따른 셀블럭 콘트롤 회로의 상세 회로도.

제4도는 본 발명에 따른 셀블럭 선택 회로의 상세 회로도.

제5도는 본 발명에 따른 네가티브 챠지 펌프의 바이어스 회로도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1 : 셀블럭 콘트롤회로                       2 : 셀블럭 선택회로

3 : NQP회로                                    4 : NQP 바이어스 구동회로

51 내지 54 : 제1 내지 제4셀블럭      

55 내지 58 : 제1 내지 제4NQP 구동회로

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 플래쉬 메모리장치에 관한 것으로, 특히 셀어레이를 다수의 셀 블록으로 분할시켜 네가티브 챠
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지펌프(NQP : 이하 NQP라함)로 셀을 구동시킬때, NQP에 걸리는 부하(loading)를 최소화 시킬수 있도록 한 
플래쉬 메모리 장치에 관한 것이다.

일반적으로 스택 메모리셀(stack  memory  cell)을 이용하는 플래쉬 메모리(Flash  memory)소자에 있어서, 
종래의 셀 소거방법을 제1도를 통해 동작을 설명하면 다음과 같다.

제1도는 종래의 플래쉬 메모리 장치를 설명하기 위해 도시한 구성도로서, NQP(12)에 셀어레이(11)가 접속
된다. NQP(12)로 셀어레이(11)를 구동시킬때 모든 셀이 동시에 구동되게 된다. 이와같이 종래에는 모든 
셀을 동시에 구동시키게 되어 셀의 집적도가 큰 플래쉬 메모리 소자의 소거 및 소거확인 동작시 원하는 
레벨의 NQP 전압을 신속하게 얻을수 없는 단점이 있다. 그러므로 셀의 집적도가 커진만큼 증가되는 부하
(loading)를 구동하기 위해서는 더욱 강력한 NQP를 필요로 하게 된다.

따라서  본  발명은  셀어레이를  다수의  셀  블록으로  분할시켜  NQP로  셀을  구동시킬  때  걸리는 부하
(loading)를 최소화 시킬수 있도록 하므로써 상술한 단점을 해소할수 있는 플래쉬 메모리 장치를 제공하
는데 그 목적이 있다.

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 각기다른 다수의 제어신호를 입력으로 하는 셀블럭 콘트롤 회로
와, 상기 셀블럭 콘트롤회로의 출력신호 및 소거신호의 입력에 따라 다수의 셀블럭중 어느 한 셀블럭을 
선택하기 위한 셀블럭 선택회로와, NQP회로에 접속되며 상기 셀블럭 선택회로의 출력신호에 따라 셀블럭
을 선택적으로 구동시키는 NQP 바이어스 구동회로로 구성되는 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명을 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명하기로 한다.

제2도는 본 발명에 따른 플래쉬 메모리장치의 블록도로서, 다수의 각기다른 제어신호(S1 내지 S3)를 입력
으로 하는 셀블럭 콘트롤 회로(1)와, 상기 셀블럭 콘트롤회로(1)의 출력신호(S4) 및 소거신호(S5) 의 입
력에 따라 다수의 셀블럭중 어느 한 셀블럭을 선택하기 위한 셀블럭 선택회로(2)와, NQP회로(3)에 접속되
며 상기 셀블럭 선택회로(2)의 출력신호에 따라 셀블럭을 선택적으로 구동시키는 NQP 바이어스 회로(4)로 
구성된 플래쉬 메모리 장치의 동작을 제3도 및 제5도를 통해 설명하면 다음과 같다.

제5도는 본 발명에 따른 네가티브 챠지 펌프의 바이어스 구동회로도로서, NQP(3)의 출력단자(Dout)로 부
터 제1 내지 제4NQP 구동회로(55 내지 58)의 출력신호를 입력으로 하는 제1 내지 제4패스 트랜지스터(P1 
내지 P4)를 통해 제1 내지 제4셀블럭(51내지 54)이 접속된다. 상기 제1 내지 제4NQP 구동회로(55 내지 
58)는 상기 다수의 패스 트랜지스터(P1 내지 P4)의 입력단자 및 NQP의 출력단자간에 각각 직렬접속되며 
캐패시터(C11 및 C12, C21 및 C22, C31 및 C2, C41 및 C42) 및 낸드게이크(ND11 및 ND12, ND21 및 ND22, 
ND31 및 ND32, ND41 및 ND42)를 통해 각각의 셀블럭 선택신호(B1 내지 B4) 및 기준클럭신호(S2 및 S2b)의 
입력에 따라 교호로 동작되는 PMOS 트랜지스터(P11 및 P12, P21 및 P22, P31 및 P32, P41 및 P42)로 구성
된다. 상기 다수의 셀블럭(51내지 54)을 선택적으로 소거동작을 실시하기 위해서는 제4도에서 소거신호
(S5)가 로우(low)에서 하이(high)상태로 천이된다. 이때 쇼트 펄스(short pulse)를 발생시키는 라이징 엣
지 검출회로(rising edge detector : 41)에 의해 제1 및 제2플립플롭(42 및 43)이 리셋(reset)되게 된다. 
그러므로 상기 제1 및 제2플리플롭(42 및 43)의 출력은 모두 로우상태로 되어 낸드게이트(ND1 및 ND3)의 
어느 한 입력단자로 각각 공급되게 된다. 또한 상기 하이상태의 소거신호(S5)는 낸드게이트(ND1 및 ND3)
의 다른 한 입력단자로 공급되게 된다. 그리고 상기 하이상태의 소거신호(S5)가 인버터(G1)를 통해 낸드
게이트(ND2 및 ND4)의 어느 한 입력단자로 공급되게 된다. 상기 낸드게이트(ND2 및 ND4)의 다른 한 입력
단자에는 노말  어드레스 신호(An  및  An+1)가  공급된다.  그러므로 소거동작시 상기  낸드게이트(ND2  및 
ND4)의 출력은 항상 하이상태를 유지 하게 된다. 그러므로 상기 낸드게이트(ND1 및 ND2)의 출력을 입력으
로 하는 낸드게이트(ND5)의 출력은 하이상태로 된다. 또한 상기 낸드게이트(ND3 및 ND4)의 출력을 입력으
로 하는 낸드게이트(ND6)의 출력 또한 하이 상태로 된다. 이때 상기 낸드게이트(ND5 및 ND6)의 출력 및 
인버터(G2 및 G3)를 경유한 상기 낸드게이트(ND5 및 ND6)의 출력을 입력으로 하는 블럭선택 디코더(44)에
서 제1셀블럭신호(B1)를 선택 하게 된다. 그러므로 상기 제1셀블럭(51)이 선택되어 제3도에서 소거 상태 
카운터(31)가 소거 바이어싱(erase biasing)신호(X), 소거 확인동작신호(Y) 및 소거 비교신호(Z)를 입력
으로 하여 L-H 펄스부(32)를 통해 소거동작이 진행되는 동안 제2 내지 제4셀블럭(52 내지 54)은 디스에이
블 되게 된다. 상기 제1셀블럭(51)에서 소거 바이어싱(erase biasing) 및 소거 확인동작이 패스되면 셀블
럭 소거신호(S1)가 하이상태로 된다. 상기 블럭 소거신호(S1) 및 기준클럭신호(S2)가 인버터(G4 및 G5) 
및 노아게이트(NOR1)를 통해 로우-하이-로우 상태의 쇼트펄스인 클럭신호(S4)를 발생시키게 된다. 상기 
클럭신호(S4)는 제4도의 제1플립플롭(42)으로 입력되어 상기 제1 및 제2플리플롭(42 및 43)의 출력신호를 
변환시켜 제1셀블럭신호(B1)를 디스에이블 시키고 제2셀블럭신호(B2)를 선택하게 된다. 이때 제3도에서 
소거 종료신호(S3)에 의해 소거 상태 카운터(31)는 또다시 소거 바이어싱 상태로 되도록 리셋 되게 된다. 
그러므로 제2셀블럭(22)은 상기 제1셀블럭(52)과 마찬가지로 소거 바이어싱(erase biasing) 및 소거 확인
동작이 진행된다. 이와같은 방법으로 마지막 블럭인 제4셀블럭(54)까지 칩 소거를 시행하게 된다. 이때 
제3도에서 마지막 블럭(54)의 소거동작이 끝나게 되면 낸드게이트(ND7) 및 인버터(G6)를 통해 소거 종료
신호(S3)를 하이상태로 발생시켜 소거동작을 종료하게 된다.

상술한 바와같이 본 발명에 의하면 셀어레이를 다수의 셀블럭으로 분할시켜 NQP로 셀을 구동시킬 때 부하
(loading)를 최소화 시킬수 있도록 하므로써, 원하는 레벨의 NQP 전압을 신속하게 얻을수 있고, 셀의 드
라이브(drive)능력을 향상시킬수 있는 탁월한 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

플래쉬 메모리 장치에 있어서, 다수의 각기다른 제어신호를 입력으로 하는 셀블럭 콘트롤 회로와, 상기 
셀블럭 콘트롤회로의 출력 신호 및 소거신호의 입력에 따라 다수의 셀블럭중 어느 한 셀블럭을 선택 하기 
위한 셀블럭 선택회로와, 네가티브 챠지펌프 회로에 접속되며 상기 셀블럭 선택회로의 출력신호에 따라 
셀블럭을 선택적으로 구동시키는 네가티브 챠지펌프 바이어스 구동회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 
플래쉬 메모리 장치.
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청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 셀블럭 콘트롤 회로는 블럭 소거신호 및 기준 클럭신호를 입력으로 하여 셀블럭 선
택회로를 구동시키기 위한 클럭신호를 발생시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 플래쉬 메모리 장치.

청구항 3 

상기 셀블럭 콘트롤 회로는 새로운 셀블럭이 선택될때 소거상태를 소거 바이어싱 상태로 스테이트 카운터
를 리셋 시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 플래쉬 메모리 장치.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 셀블럭 콘트롤 회로는 최종블럭의 소거동작이 끝났을때 소거종료 신호를 발생 시키
도록 구성되는 것을 특징으로하는 플래쉬 메모리 장치.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 셀블럭 선택회로는 소거신호를 입력으로 하는 라이징 엣지 검출회로와, 상기 라이
징 엣지 검출회로의 출력신호 및 상기 셀블럭 콘트롤회로의 출력신호인 클럭신호에 따라 제1 및 제2플리
플롭 회로의 출력신호가 변화되어 다수의 셀블럭중 어느 한 셀블럭을 선택하도록 하는 블럭선택 디코더로 
구성되는 것을 특징으로 하는 플래쉬 메모리 장치.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 셀블럭 선택회로는 소거신호에 의해 스테이트 카운터 출력이 선택되도록 구성되는 
것을 특징으로 하는 플래쉬 메모리 장치.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 네가티브 챠지펌프 바이어스 구동회로는 네가티브 챠지펌프의 출력단자로부터 다수
의 네가티브 챠지펌프 구동회로의 출력신호를 입력으로 하는 다수의 패스 트랜지스터를 통해 다수의 셀블
럭이 대응하여 접속구성되는 것을 특징으로하는 플래쉬 메모리 장치.

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 다수의 네가티브 챠지펌프 구동회로는 상기 다수의 패스 트랜지스터의 입력단자 및 
네가티브 챠지펌프의 출력단자간에 각각 직렬접속되며 캐패시터 및 낸드게이트를 통해 각각의 셀블럭 선
택신호 및 기준클럭 신호의 입력에 따라 교호로 동작되는 PMOS 트랜지스터로 구성되는 것을 특징으로하는 
플래쉬 메모리 장치.
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